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Kemplementar Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Silect*-Gehause

AlsKomplementéarpaar(TIS60M, TIS61M) oder einzeln (TI1S60, TIS61) erhiltlich zum
Aufbau von symmetrischen Komplementéarschaltungen und Gegentakt-B-NF-
Endstufen

Lieferbar in farbcodierten Stromverstarkungsgruppen mit maximal 3 dB Toleranz

NPN TIS60, TIS60M, PNP TIS61, TIS61M

Mechanische Daten**
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1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehiuse widersteht Lit-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
nezeichneat stabile Kennwerte und erfillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

TIS6EO TIS6E1
Absolute Grenzwerte** TISEOM  TISEIM
Keollektor-Basis-Spannung 40V 40V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 28V —25 Y
Emitter-Basis-Spannung BV -5V
Kollektorstrom 400 mA,  —400 mA,
Gesamtverlustleistung bei oder unter 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 2) = 300 mwW -
Lagerungstemperatur —55 °C bis 150 °C
Temperatur der Zuleitungsdrahte in 2 mm Abstand vom Gehause (10 s) -+~ 260 °C -

Bemerkungen:

1. Dies gilt fir offene Basis.
2. Lineare Reduzierung bis Ty = 125 °C mit 3 mW/"C.

*  Schutzmarke von Texas Instruments.

** JEDEC registriert
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C

Parameter Prifbedingungen® NPN PNP Ein-
TIS60, TISEOM TISE1, TISEIM  heit
min typ max min typ max

Umrjcro Koliektor-Durchbruchspannung lo =100 A, lg =0 40 —40 v

Umrjceo Kollektor-Emitter- lg=10mA, lm=20 25 —25 v

Durchbruchspannung (Bam, 3)

Umryepo Emitter-Basis-Durchbruchspannung Ig = 100 pA, lg =0 5 —5 v

locro Kollektor-Reststrom Upp =20V, lIg=0 100 =100 nA

IzBO Emitter-Reststrom Ugg =3V, lg=10 100 =100 nA

hre Gleichstromverstirkung Ucg =2V, lg=50mA 100 160 300 155

(Bem. 3 u. 4)
Ucg =5V, lg=5maA 165 100 160 300
(Bem. 3 u. 4)
Unr Basis-Emitter-Spannung Ucg =2V, lg=100mA 06 082 1 —0,80 v
Upg =5V, lg= 50 mA 0,78 —0,6 0,768 —1 V
. (Bem, 3 u. 4)
UcBayy  Kollektor-Emitter-Restspannung Ig = 6 mA, lg= 100 mA 0,18 06 -0,17 v
(Bem, 3 u, 4)
Im=5mA, Ig=50mA 0,10 =010 —0,25 V
(Bem, 3 u. 4)

Bemerkungen:

3. ImpulsméBig gemessen mit Impulslangen von 300 ws. Tastverhdltnis < 2%
4. Diese Transistoren sind aus einer griBeren Familie ausgewdhlt, die die 2N3702- und 2N3704-Serie

enthalt. Die Prifbedingungen entsprechen denen der Hauptserie.

* Spannungen und Stréme gelten fir den NPN-Transistor. Fiir den PNP-Transistor gelten die gleichen

Werte mit entgegengesetzter Polaritat.
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Stromverstérkungs-Farbcode-Schllssel

Diese Typen werden in farbcodierten Stromverstarkungsgruppen mit maximal 3 dB Abweichung nach
untenstehender Tabelle geliefert. Bei Bestellung von Komplementérpérchen werden gleiche Stlickzahlen
von MPM- und PNP-Typen in einer der aufgefihrten Stromverstarkungsgruppen geliefert. Einzelne
Stromverstarkungsgruppen kénnen nicht geliefert werden.

Farbcode

gelb
grin
blau
vislett
grau

Bestellhinweis

B-Bereich fir lg = 50 mA
Ucg = 2V (TIS60, TISEOM)
Uce = —& V (TIS6E1, TISEIM)

100—125
115150
140—190
170—235
215—300

Bei Einzelbestellungen TIS60 oder TIS61 angeben. Fir Komplementérpaare gleiche Mengen von TIS60M

und TISEIM bestellen.

Typische Kennwerte
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Bild 1

Basis-Emitterspannung Ober Kollektorstrom
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